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(54) Способ получения гибкого высокотемпературного сверхпроводника на основе диборида магния
(57) Реферат:

Изобретение относится к способу получения
гибкого высокотемпературного сверхпроводника
на основе диборида магния. Техническим
результатом является повышение гибкости и
прочности высокотемпературного
сверхпроводника при снижении расхода магния,
а также расширении температурного интервала
работы в область сверхнизких температур,
повышениикритической температурыивеличины
критического тока при работе сверхпроводника.
Способвключает размещение в вакуумнойкамере
подложки, выполненной из никелевого сплава,
на одну из сторон которой нанесены
последовательно буферные слои, после чего
осуществляют напуск рабочего газа аргона и

обеспечивают температуруподложки в диапазоне
от комнатной температурыдо температуры300°С
с последующимнанесением бора имагния поверх
буферных слоев методом магнетронного
распыления в режиме совместного распыления
мишени радиочастотнымразрядом с плотностью

мощности для бора не более 3Вт/см2 и длямагния

0,5-10 Вт/см2. Причем обеспечивают скорость
нанесения бора - 0,2-9 нм/мин и магния 0,3-20 нм/
мин, далее подложку охлаждают с последующим
нанесением защитного покрытия и производят
отжиг в вакууме с последующим охлаждением и
нанесением на всю поверхность ленты
стабилизирующегометаллического покрытия. 15
ил., 4 пр.
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(56) (продолжение):
39-43. US 20020189533 A1, 19.12.2002. RU 2761855 C1, 13.12.2021. RU 2518505 C1, 10.06.2014. RU 2759146 C1,
09.11.2021. RU 2386732 C1, 20.04.2010. EA 31113 B1, 30.11.2018. RU 2738466 C1, 14.12.2020.
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